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１．概要（Summary） 

化学気相成長法によって合成した多結晶グラフェンを

Si/SiO2 基板に転写する際、グラフェンが受ける物理

的ストレス低減させる転写法での膜質特性をラマン分

光測定で調べた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB 蒸着装置 

【実験方法】 

化学気相成長法によって銅箔状にグラフェンを合成

した。合成後、銅箔のグラフェンを合成した側に

PMMA をスピンコートした。その後、スピンコート

していない表面を過硫酸アンモニウム溶液に浮かべ

て、銅箔のエッチングを行った。エッチング完了後

Si/SiO2 基板上にグラフェンを転写させるが、従来よ

り採用している転写法（純水に浮かべた後に Si/SiO2

基板で掬い上げて転写）と、転写時に物理的ストレス

が少ないメリットがある新規ストレスフリー転写法

を実施した。PMMA 除去後、レーザーラマン顕微鏡

を使用して、ラマン分光測定を行い、両者の相違を調

べた。また、電極作製に EB蒸着装置を使用した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 は、ラマン分光による転写後のグラフェン

FETで、均一なグラフェンが転写されていることがわ

かる Fig.2は、物理ストレスが少ない新規の転写法及

び従来の純水水面からの転写法でのグラフェン部分

のスペクトルで、両者とも G 及び 2D ピークが発現し良質

なグラフェンが得られていることがわかる。今回、スペクト

ルで見る限りでは、両者の膜質の有意差は得られなかっ

た。しかし、新規の転写法においても、従来の転写法と遜

色のない良 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Raman spectrum 

 

質なグラフェンが得られることが確認された。今後、更に

Fig. 1. Raman spectroscopic micrograph of 

graphene FET 
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FET の電気特性の測定により、解析を進める、 
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